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CLASSIFICATION PERIODIOQUE DES ELEMENTS

Ivlétanx Li :Solide 4 25°C sous 1 bar
Serni-conductenrs He :Gaz 4 25°C, sous 1 bar
HNon-roétan: Br :Ligmde 4 25°C, sous 1 bar
Faz nobles Chbtenu par synthése

Lanthamdes et actirudes

Colonne : Si ou Ge o

4 voisins :a 0 K, isolant ;a > 0 K : (mauvais) conducteur



Etat des bandes d'énergie dans un cristal

semi-conducteur
métal isolant a OK == isolant

Conduction
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semi-conducteur 4
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Bande de conduction
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Semiconducteur dope N (“de type N7)
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Bande de valence



Semiconducteur dope P (“de type P”)
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Bande de conduction
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Jonction PN

lons accepteurs ions donneurs
(charges - ) fixes (charges + ) fixes
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Jonction PN polarisee en direct







DIODE = dispositif “dysymetrique”
unidirectionnel en courant
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Caracteristique (v,i) de diode
Approximation ‘0’

Tension depeiiie ns ke
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Caracteristique (v,i) de diode
Approximation ‘I’




Caracteristique (v,i) de diode
Approximation ‘II’




Caracteristique (v,i) de diode
Approximation ‘lII’

| KT/e = 26 mV (@ 300K)
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1N914
High-speed diode [«

Fig.1 Simplified outline (SOD27; DO-35) and symbol.

MAM248

MBGHG4

N,

N

100 200

Tamb (°C)

(1) T;=175"C; typical values.
Device mounted on an FA4 printed-circuit board; lead length 10 mm. (2) T,=25"C; typical values.
(3) T;=25"C; maximum values.

Fig.2 Maximum permissible continuous forward

current as a function of ambient Fig.3 Forward current as a function of forward
temperature. voltage.




Applications des diodes

Redressement




DIODES
PARTICULIERES

- DEL (LED)
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Polarisation directe : Diode ElectroLuminescente (DEL)
Light Emitting Diode (LED)
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DIODES

PARTICULIERES :
Photodiode

* polarisée en inverse
* sous flux de photons, IS varie : IS X Flux incident
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DIODES

PARTICULIERES Coupleur
OPTO-ELECTRONIQUE




DIODES
PARTICULIERES

VARICAP

Polsarisation en inverse : capacite variable (ZCE)
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Utilisation de la tension de claquage

diode ZENER i
Z
6

VZ Coude de claquage

bien défini et “supportable”
v Izmax
E
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Regulation de I

tension




Ecretage (protection)
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Accueil |Société |Produits | Recherche | Commandes |InfoZone | Quvrir un compte |Aide | Sortir du site

Recherche rapide :

oK Leds 8-10 mm

Recherche avancc’gu_
Recherche parameétrique Retoura Catalogue en ligne | Passifs et actifs | Optoélectronique - leds. voyvants et afficheurs | Leds de

signalisation

Circuits iMprimes Rechercher dans Leds 8-10 mm ‘ox) Recherche avancée
Condensateurs —

Inductances
O ptoélectronigue - leds,
voyants et afficheurs Page: [1]

O ptoélectronigue -

optocoupleurs et infrarcuge

Reésistances et potentiometres
Semiconducteurs - ‘& 'ﬁ

amplificateurs
Semiconducteurs - audio / vidéo Leds B et 10 mm

Semiconducteurs - base de . ;
: bicolares (2) Leds standard & et 10 mm
SRS | Leds & et 10 mm Leds & et 10 mm rouges (6)

Semiconduct - . , e pe
C:mmgicﬁbﬂ# r,_?,: clignotantes (4) haute luminosité (6)

Semiconducteurs - discrets

Semiconducteurs -

dissipataurs ! isoclateurs Page: [1]
Semiconducteurs - interfaces ! ;

capteurs
Semiconducteurs - kits de

développement

Scm!conductﬂurs - logiques Accuegil | Société | Produits | BEecherche | Commandes | Infofone | Ouvrir un compte | Aide | Sortir du
Semiconducteurs = site | Commentaires | Radiospares dans le monde | Le groupe Electrocomponents | Conditions générales de
MICTOProcesseurs | vente | Conditions d'utilisation du site | Protection des données

microcontrileurs

SEMICONOJUCIBUrS - MEemaires

Semiconducteurs - régulateurs

Semiconducteurs - tratement ' Radiospares _
du signal Rue Morman King, BP 453, 60031 Beauvais Cedex

Adhésifs, lubrifiants et

nettoyants
Composants d automnatisme

Connecteurs
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Welcome to the School of Analog Design. This innovative and user friendly site will help Course Catalng

expand your knowledge and understanding of analog electronics technology using o
Mational's vast knowledge base of real-world systems and semiconductor devices. Amplifiers
Audio

Featured Courses Data Conversion
i Displays
Linear and Low-Dropout Regulators Interface
.1 Objective: Understand how a linear or low=-dropout regulator delivers a
= regulated cutput voltage. Know the difference between linear and low-
dropout regulators. Learn more...

Power Mangement
Themal Mar-nagement
Wireless )

——
= Low Speed and Low Power Amplifiers ,f’ Resource 'I

. { Objective: Understand various characteristics and applications of low speed Center .

£ and low power amplifiers. Learn more... j
i " Basics of LVDS

t Partner
Pavilion
=% Objective: Learn what LVDS stands for, what key markets and applications £ |

& LVDS fits in, and the advantages of using LVDS technology. Learn more... S S
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